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Целью данной работы является измерение содержание влаги в подкорпусном объеме инте-

гральных микросхем с типономиналом 401.14-5М и выработка рекомендаций по улучшению их 

качества. В целом для повышения надежности ИС и правильного выбора мероприятий по сни-

жению количества влаги в корпусе ИС  возникает необходимость изучения механизмов отказов 

ИС, анализа их причин и определение источников попадания влаги. Для достижения данных це-

лей оценивают содержание паров Н2О внутри корпуса ИС. 

Известно, что источники влаги бывают внешними (поры, трещины) и внутренними (выделе-

ние из материалов). Для измерения влажности в корпусах ИС ипульзуются 2 вида методов: 

1. Разрушающие – масс-спектрометрия и лазерная ИК-спектрометрия; 

2. Неразрушающие – с помощью датчиков влажности, герметизируемых в корпусе (датчики 

точки росы, сорбционные датчики), с помощью металла или корпуса в качестве средства кон-

троля. 

В настоящей работе для измерения объемной доли влаги газовой среды в подкорпусном про-

странстве устройств физической электроники использовался анализатор влажности МКМ-1. 

Данные измерения помогают выявить негодные микросхемы, проанализировать причины появ-

ления влаги и оценить мероприятия по снижению влаги в подкорпусном объеме для повышения 

надежности. 

Допустимый уровень Н2О, установленный в отраслевом стандарте [2], при температуре 100°С 

должен быть не более 0,5 объемного процента (5000 ррm). Если результат измерения превышает 

это значение, микросхему отправляют в лабораторию отказов, где выясняют причину, по кото-

рой оно превышено. 

С целью снижения уровня содержания паров воды в подкорпусном объеме ИС, в технологи-

ческий процесс был введен предварительный отжиг оснований корпусов в среде азота при тем-

пературе Т=(180±10)оС в течении трех часов. Для отслеживания результативности, были прове-

дены измерения по содержанию паров воды в подкорпусном обьеме микросхем с типономина-

лом 401.14-5М, половина из которых прошла дополнительный отжиг (табл.1). 

Таблица 1 

Результаты измерения содержания H2O в корпусах микросхем 401.14-5М 

№ 
Содержание H2O в микросхемах, прошедших 

отжиг, об. % 

Содержание H2O в микросхемах 

без отжига, об. % 

1 0,07 0,17 

2 0,07 0,18 

3 0,03 0,2 

4 0,04 0,39 

5 0,02 1,98 
 

Из результата проведенных измерений следует, что у всех микросхем, прошедших 

дополнительный отжиг, существенно (минумум в 2 раза, максимум на 2 порядка) уменьшилось 

содержание влаги в подкорпусном объеме. Из результатов проведенного исследования следует, 

что дополнительный отжиг микросхем 401.14-5М перед герметизацией во всех изученных 

образцах существенно повышает качество микросхем данного типономинала. 
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